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Introducao |

O carbeto de silicio (SIC) é um material
semicondutor com propriedades adequadas para a
utilizacgdo em  dispositivos  microeletrdnicos
submetidos a altas poténcias, altas frequéncias e/ou
altas temperaturas. Entretanto, a alta densidade de
defeitos (Dy) eletricamente ativos presente na
interface formada entre o SiC e os filmes dielétricos
crescidos termicamente ainda limita a sua ampla
aplicacéo. Diferentes tratamentos térmicos tém sido
propostos para passivar esses defeitos. Dentre eles,
os tratamentos térmicos em atmosfera de NO tém
apresentado os resultados mais promissores na
reducdo da Dy [1]. No presente trabalho, foi
investigado o efeito dos tratamentos em NO nas
propriedades  fisico-quimicas de  estruturas
dielétrico/SiIC e o0s resultados obtidos foram
correlacionados com dados de caracterizacdes
elétricas previamente obtidas [2].

Resultados e Discussao |

Filmes dielétricos foram crescidos termicamente
sobre substratos de 6H-SIC (0001) em atmosferas
de O,, NO e na sequéncia O,/NO. As estruturas
assim obtidas foram caracterizadas utilizando as
técnicas de Espectroscopia de fotoelétrons
induzidos por raios-X (XPS) e Refletometria de
raios-X (XRR). As andlises de XPS revelaram a
existéncia de oxicarbetos de silicio (SiO4C,) na
regido da interface e, para as amostras submetidas
a tratamentos em NO, também houve a formacado
de oxinitretos de silicio (SiOxNy) e possiveis ligactes
C—N. Os resultados das analises por XRR estdo
mostrados na Figura 1, na qual também séo
apresentadas as estruturas utilizadas na simulacao.
Observou-se que a camada de SiO,C, que era de
29nm para a amostra crescida em O,, foi
significativamente reduzida para 1,2nm e 1,7 nm
quando os tratamentos térmicos foram realizados
em NO e em O,/NO, respectivamente. Resultados
de medidas elétricas para amostras semelhantes [2]
também apontaram o crescimento direto em NO
como o0 mais eficiente na passivacdo dos defeitos
da interface dielétrico/SiC, seguido dos pds-
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tratamentos em NO de estruturas SiO,/SiC. Dessa
forma, o efeito benéfico da incorporacdo de N pode
ser diretamente associado com a reducdo da
espessura da camada interfacial.
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Figura 1. Curvas de XRR das amostras de 6H-SiC
preparadas em: (a) O, (b) NO e (c) O,/NO. Dados
experimentais (simbolos) e simulacéo (linhas
continuas). Detalhe: representagcfes esquematicas
das estruturas utilizadas na simulacgéo.

Conclusoes

Pos-tratamentos em NO bem como o crescimento
térmico diretamente em NO mostraram-se meios
eficientes de redugdo da camada de SiO,C, em
estruturas dielétrico/SiC. Nesses casos, observou-
se a formacéao de oxinitretos de silicio, bem como de
provéaveis ligacdes C—N. As melhores propriedades
elétricas de estruturas SiOyN,/SIC em comparacio
com as estruturas SiO,/SiC foram atribuidas a
reducdo da camada interfacial de oxicarbetos de
silicio e a presenca de N em sua composicao.
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